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１．概要（Summary） 

弾性表面波（SAW）デバイスは、移動体通信機器の周

波数フィルタの他、ガスセンサなど質量負荷の検出に用

いられている[1]。一般的に、SAWは圧電体上に作製した

櫛形電極に高周波電圧を印加することで励振される。本

研究では、高圧電性の ScAlN薄膜を Si基板上に成膜し

た構造を用いて、電気信号から SAW への高い変換効率

を得ることを目的とする。そこで、SAW 励振特性を測定す

るために、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点（以下、ナノ

ハブ）の設備を利用して、櫛形電極を作製した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線蒸着装置、厚膜フォトレジスト⽤スピンコーティン

グ装置、高速マスクレス露光装置 

【実験方法】 

まず、自機関にて Si 基板上に ScAlN 薄膜をスパッタ

成膜した。続いて、ナノハブにおいて、電子線蒸着装置を

用い、ScAlN薄膜上に Au（80 m）/Cr（20 m）電極を

作製した。厚膜フォトレジスト⽤スピンコーティング装置を

用いてHMDS処理をした後、Au上にレジストを塗布した。

そして、高速マスクレス露光装置を用いて櫛形に露光し、

現像およびウェットエッチングにより櫛形電極を作製した。

最後に、自機関にて、ネットワークアナライザを用いて、作

製したデバイスの SAW励振特性を測定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に電極膜エッチング後の顕微鏡画像を示す。ここ

では櫛間隔 2.0 µm、長さ 740 µmで 40対の櫛を入力用、

出力用と向かい合うよう作製した。Fig. 2に挿入損失

測定の結果の一例を示す。Fig. 2より 450 MHz付近で

SAW の励振が確認された。この試料では、ScAlN 薄

膜の結晶 c軸が基板面に対して 38.2°傾斜しており、c

軸が基板面に対して垂直な試料と比べると、挿入損失

が低減されることがわかった。この結果は、数値計算

による変換効率の結果とも一致している。 

 

 

 

Fig. 1 Microscopic image of comb electrodes before 

removing the resist mask. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Insertion loss of a SAW device. 
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